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1. はじめに 

ダイヤモンド薄膜は高いキャリア移動度，高い絶縁

破壊電界強度，高熱伝導率などの優れた物性をもつこ

とから次世代のパワーデバイス，高周波デバイス用材

料として期待されている。ダイヤモンド FET デバイス

の実現には安定な MIS 構造の構築が必要不可欠であ

るが、絶縁膜/ダイヤモンド薄膜界面は一般に界面準位

密度が高い。また、約 5.5 eV というバンドギャップ

をもつダイヤモンド薄膜と絶縁膜の深い界面準位の詳

細は未だ明らかになっていない。そこで本研究では光

容量分光法を用いた非輻射欠陥評価系 1)を構築し，

SiO2/ホウ素ドープダイヤモンド薄膜界面の界面準位

評価を行った。 

2. 実験 

基板洗浄を施した高温高圧合成 Ib ダイヤモンド

(001)結晶基板(3.0×3.0×0.3 mm3)上に投入マイクロ波

パワー3200 W，成長温度 1015°C，メタン濃度 4 %,成

長圧力 96 Torr を成長条件として膜厚≈10 m の B ドー

プダイヤモンド薄膜をトリメチルボロンをドーパント

ガスとして B/C 比 5 ppm でホモエピタキシャル成長し

た。その上に電子ビーム蒸着により膜厚 3 nm の Si 膜

を形成し、処理温度 600°C 、処理時間 10 時間の熱酸

化を行い、Al 半透明電極を形成することで SiO2/ホウ

素ドープダイヤモンド薄膜 MIS 構造を作製した。 

3. 結果と考察 

作製した SiO2/ホウ素ドープダイヤモンド MIS 構造

に 2 V の順方向バイアスを印可した結果、リーク電流

は 1×10-12 A 以下であり、良好な絶縁特性が得られた。

SiO2/ホウ素ドープダイヤモンド薄膜 MIS 構造の励起

光エネルギー0.75 ~ 2.3 eV における光容量スペクトル

を図 1 に示す。光エネルギー1.2 eV 以上の励起光照射

にともない顕著な信号強度の増加が見られ、ホウ素

ドープダイヤモンド結晶中のアクセプタ型欠陥に起因

する信号と考えられる。一方、光エネルギー1.5 eV 以

上の励起光照射にともなう信号強度の増加はこれまで

報告されておらず、SiO2/ホウ素ドープダイヤモンド薄

膜界面の界面準位に起因するものと考えられる。 
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Fig. 1. ダイヤモンド MIS 構造の光容量スペクトル 
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